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ジストは、高感度( 2μCcm-2) ・高解像度 (25nm) のラインパターンの作製を可能にすることを明らかにして
いる。
以上のように、本論文は、分子性レジストという新規な概念に基づくナノリソグラフィー用新規高感度・高解像度
レジスト材料の開発に関して顕著な成果を上げており、有機材料化学の発展に寄与するところが大き L 、。よって、本
論文は、博士論文として価値あるものと認める。
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